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(57)【要約】
【課題】本発明は、ＣＭＯＳ工程に適用されるとともに
、回路の安定性を向上させることができる、液晶ディス
プレイとそのゲート駆動装置を提供する。
【解決手段】本発明によるゲート駆動装置は、複数のシ
フトレジスタ回路を備え、複数のシフトレジスタ回路は
、直列接続方式を用いて並列接続が行われ、各シフトレ
ジスタ回路は、第一プルアップ回路と、第二プルアップ
回路と、第一プルダウン回路と、第二プルダウン回路と
、プルダウン制御回路とからなり、第一プルアップ回路
及び第二プルアップ回路は、前ステージのゲート駆動信
号とゲート駆動信号出力端の間に直列接続され、第一プ
ルダウン回路及び第二プルダウン回路及びプルダウン制
御回路は、第一プルアップ回路と第二プルアップ回路に
並列接続され、プルダウン制御回路は、前ステージのゲ
ート駆動信号と、第一プルダウン回路と、第二プルダウ
ン回路と、第一レベルと、第二レベルとに、カップリン
グされ、プルダウン制御回路は、前ステージのゲート駆
動信号に基づいて、第一プルダウン回路と第二プルダウ
ン回路を制御する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のシフトレジスタ回路を備えるゲート駆動装置であって、前記複数のシフトレジス
タ回路は、直列接続方式を用いて並列接続を行われ、各前記シフトレジスタ回路は、第一
プルアップ回路と、第二プルアップ回路と、第一プルダウン回路と、第二プルダウン回路
と、プルダウン制御回路とからなり、前記第一プルアップ回路及び前記第二プルアップ回
路は、前ステージのゲート駆動信号とゲート駆動信号出力端の間に直列接続され、前記第
一プルダウン回路及び第二プルダウン回路及びプルダウン制御回路は、前記プルアップ回
路及び前記第二プルアップ回路と並列接続され、前記プルダウン制御回路は、前記前ステ
ージのゲート駆動信号と、前記第一プルダウン回路と、前記第二プルダウン回路と、第一
レベルと、第二レベルとに、カップリングされ、前記プルダウン制御回路は、前記前ステ
ージのゲート駆動装置信号に基づいて、前記第一プルダウン回路と前記第二プルダウン回
路を制御することを特徴とする、ゲート駆動装置。
【請求項２】
　前記シフトレジスタ回路はさらに、第一コンデンサと第二コンデンサを備え、前記第一
プルアップ回路は、第一薄膜トランジスタを備え、前記第一薄膜トランジスタのゲート電
極と、ソース電極は、前ステージのゲート駆動信号と接続され、前記プルアップ回路及び
第二薄膜トランジスタと、前記第二薄膜トランジスタのゲート電極は、前記第一薄膜トラ
ンジスタのドレイン電極と接続され、ソース電極は、第一クロック信号と接続され、ドレ
イン電極は、ゲート駆動信号出力端と接続され、前記第一コンデンサは、前記第二薄膜ト
ランジスタのドレイン電極とゲート電極の間にあり、前記第一プルダウン回路はさらに、
第三薄膜トランジスタを備え、前記第三薄膜トランジスタのソース電極は、前記ゲート駆
動信号出力端と接続され、ドレイン電極は、前記第一レベルと接続され、前記第二プルダ
ウン回路はさらに、第四薄膜トランジスタを備え、前記第四薄膜トランジスタのソース電
極は、前記第一薄膜トランジスタのドレイン電極と接続され、ドレイン電極は、前記第一
レベルと接続され、前記第二コンデンサの一端は、前記第一レベルと接続され、前記第二
コンデンサの二つの他端は、前記第三薄膜トランジスタのゲート電極と前記第四薄膜トラ
ンジスタのゲート電極に接続されることを特徴とする、請求項１に記載のゲート駆動装置
。
【請求項３】
　前記プルダウン制御回路は、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと、第七
薄膜トランジスタと、第三コンデンサと、第八薄膜トランジスタとからなり、前記第五薄
膜トランジスタのゲート電極は、前記前ステージのゲート駆動信号と接続され、ソース電
極は、前記第一レベルと接続され、ドレイン電極は、前記第三薄膜トランジスタのゲート
電極と前記第四薄膜トランジスタのゲート電極に接続され、前記第六薄膜トランジスタの
ゲート電極は、前記前ステージのゲート駆動信号と接続され、ソース電極は、前記第一レ
ベルと接続され、前記第七薄膜トランジスタのゲート電極は、第六薄膜トランジスタのド
レイン電極と接続され、ソース電極は、前記第二レベルと接続され、ドレイン電極は、前
記第五薄膜トランジスタのドレイン電極と接続され、前記第三コンデンサは、前記第七薄
膜トランジスタのソース電極とドレイン電極の間に接続され、前記第八薄膜トランジスタ
のゲート電極とドレイン電極は、前記第二レベルに接続され、ソース電極は、前記第六薄
膜トランジスタのドレイン電極と接続されることを特徴とする、請求項２に記載のゲート
駆動装置。
【請求項４】
　前記第一レベルは、高レベルであり、前記第二レベルは、低レベルであることを特徴と
する、請求項３に記載のゲート駆動装置。
【請求項５】
　前記第一薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタと、第三薄膜トランジスタと、第
四薄膜トランジスタと、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと、第七薄膜ト
ランジスタと、第八薄膜トランジスタとは、いずれもＰ型ＭＯＳ管であることを特徴とす
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る、請求項４に記載のゲート駆動装置。
【請求項６】
　液晶表示パネルとゲート駆動装置からなる液晶液晶ディスプレイであって、前記ゲート
駆動装置は、前記液晶表示パネルと接続されるとともに、前記液晶表示パネルに走査駆動
信号を提供するのに用いられ、前記ゲート駆動装置は、複数のシフトレジスタ回路を備え
、前記複数のシフトレジスタ回路は、直列接続方式を用いて並列接続を行われ、各前記シ
フトレジスタ回路は、第一プルアップ回路と、第二プルアップ回路と、第一プルダウン回
路と、第二プルダウン回路と、プルダウン制御回路とからなり、前記第一プルアップ回路
及び前記第二プルアップ回路は、前ステージのゲート駆動信号とゲート駆動信号出力端の
間に直列接続され、前記第一プルダウン回路と、第二プルダウン回路と、プルダウン制御
回路とは、前記プルアップ回路及び前記第二プルアップ回路に並列接続され、前記プルダ
ウン制御回路は、前記前ステージのゲート駆動信号と、前記第一プルダウン回路と、前記
第二プルダウン回路と、第一レベルと、第二レベルとに、カップリングされ、前記プルダ
ウン制御回路は、前記前ステージのゲート電極駆動信号に基づいて、前記第一プルダウン
と前記第二プルダウン回路を制御することを特徴とする、液晶ディスプレイ。
【請求項７】
　シフトレジスタ回路はさらに、第一コンデンサと第二コンデンサを備え、前記第一プル
アップ回路は、第一薄膜トランジスタを備え、前記第一薄膜トランジスタのゲート電極と
ソース電極は、前ステージのゲート駆動装置と接続され、前記第二プルアップ回路は、第
二薄膜トランジスタを備え、前記第二薄膜トランジスタのゲート電極は、前記第一薄膜ト
ランジスタのドレイン電極と接続され、ソース電極は、第一クロック信号と接続され、ド
レイン電極は、ゲート駆動信号出力端と接続され、前記第一コンデンサは、前記第二薄膜
トランジスタのドレイン電極とゲート電極の間に設けられ、前記第一プルダウン回路は、
第三薄膜トランジスタを備え、前記第三薄膜トランジスタのソース電極は、前記ゲート駆
動信号出力端と接続され、ドレイン電極は、前記第一レベルと接続され、前記第二プルダ
ウン回路は、第四薄膜トランジスタを備え、前記第四薄膜トランジスタのソース電極は、
前記第一トランジスタのドレイン電極と接続され、ドレイン電極は、前記第一レベルと接
続され、前記第二コンデンサの一端は、前記第一レベルと接続され、前記第二コンデンサ
の二つの他端は、前記第三薄膜トランジスタのゲート電極と前記第四薄膜トランジスタの
ゲート電極に接続されることを特徴とする、請求項６に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項８】
　前記プルダウン制御回路は、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと、第七
薄膜トランジスタと、第三コンデンサと、第八薄膜トランジスタとからなり、前記第五薄
膜トランジスタのゲート電極は、前ステージのゲート電極駆動信号と接続され、ソース電
極は、前記第一レベルと接続され、ドレイン電極は、前記第三薄膜トランジスタのゲート
電極と前記第四薄膜トランジスタのゲート電極に接続され、前記第六薄膜トランジスタの
ゲート電極は、前記前ステージのゲート駆動信号と接続され、ソース電極は、前記第一レ
ベルと接続され、前記第七薄膜トランジスタのゲート電極は、前記第六薄膜トランジスタ
のドレイン電極と接続され、ソース電極は、前記第二レベルと接続され、ドレイン電極は
、前記第五薄膜トランジスタのドレイン電極と接続され、前記第三コンデンサは、前記第
七薄膜トランジスタのソース電極とゲート電極の間に接続され、前記第八薄膜トランジス
タのゲート電極とドレイン電極は、前記第二レベルと接続され、ソース電極は、前記第六
薄膜トランジスタのドレイン電極と接続されることを特徴とする、請求項７に記載の液晶
ディスプレイ。
【請求項９】
　前記第一レベルは高レベルであり、前記第二レベルは、低レベルであることを特徴とす
る、請求項８に記載の液晶ディスプレイ。
【請求項１０】
　前記第一薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタと、第三薄膜トランジスタと、第
四薄膜トランジスタと、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと、第七薄膜ト
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ランジスタと、第八薄膜トランジスタとは、いずれもＰ型ＭＯＳ管であることを特徴とす
る、請求項９に記載の液晶ディスプレイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶ディスプレイに関し、特に液晶ディスプレイとそのゲート駆動装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　ＧＯＡ（Ｇａｔｅ　Ｄｒｉｖｅｒ　Ｏｎ　Ａｒｒａｙ）回路は、従来の液晶ディスプレ
イのＡｒｒａｙ工程を利用してゲート走査駆動回路をＡｒｒａｙ基板上に実装し、順次走
査の駆動方式を実現させる。それは、低い生産コストと狭額縁設計という利点を備え、各
種のディスプレイに使用されている。ＧＯＡ回路は、二つの基本機能を備えている。一つ
目は、ゲート駆動信号を出力し、パネル内のゲート電極線を駆動し、表示領域内のＴＦＴ
（Ｔｈｉｎ　Ｆｉｌｍ　Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ，薄膜電界効果トランジスタ）を開け、ゲ
ート電極線によって画素に対し充電を行う。二つ目は、シフトレジスタ回路で、第ｎ個の
ゲート駆動信号の出力を完成した後、クロック制御によってｎ＋１個のゲート駆動信号を
出力するとともに、これに従って伝送していくことができる。
【０００３】
　ＧＯＡ回路は、プルアップ回路（Ｐｕｌｌ－ｕｐ　ｃｉｒｃｕｉｔ）と、プルアップ制
御回路（Ｐｕｌｌ－ｕｐ　ｃｏｎｔｒｏｌ　ｃｉｒｃｕｉｔ）と、プルダウン回路（Ｐｕ
ｌｌ－ｄｏｗｎ　ｃｉｒｃｕｉｔ）と、プルダウン制御回路（Ｐｕｌｌ－ｄｏｗｎ　ｃｏ
ｎｔｒｏｌ　ｃｉｒｃｕｉｔ）と、電位上昇の役割をする上昇回路（Ｂｏｏｓｔ　ｃｉｒ
ｃｕｉｔ）と、からなる。具体的に言うと、プルアップ回路の主な役割は、入力されたク
ロック信号（Ｃｌｏｃｋ）を、薄膜トランジスタのゲート電極に出力し、液晶ディスプレ
イの駆動信号とする。プルアップ制御回路の役割は、プルアップ回路が開くのを制御する
。一般には、上級ＧＯＡ回路によって、伝送する信号作用である。プルダウン回路の役割
は、走査信号を出力後、急速に走査信号をプルダウンすることにより、低電位にする。即
ち、薄膜トランジスタのゲート電極の電位をプルダウンすることにより、低電位にする。
プルダウン保持回路は、走査信号とプルアップ回路の信号（通常Ｑ点と称す）を閉めた状
態（即ち設定された負電位）を維持し、通常は二つのプルダウン保持回路が交代して作用
する。プルアップ回路は、Ｑ点電位の二次上昇の役割を持ち、それによりプルアップ回路
のＧ（Ｎ）を正常に出力することを保証する。
【０００４】
　異なるＧＯＡ回路は、異なる工程を使用することができる。ＬＴＰＳ（Ｌｏｗ　Ｔｅｍ
ｐｅｒａｔｕｒｅ　Ｐｏｌｙ－ｓｉｌｉｃｏｎ，低温ポリシリコン）工程は、高い電子移
動度と成熟した技術という利点を具え、目下、中小サイズのディスプレイに幅広く使用さ
れている。ＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉ
ｃｏｎｄｕｃｔｏｒ，相補金属酸化物半導体）ＬＴＰＳ工程は、低消費電力、高い電子移
動度、広い騒音許容限度等の利点がある。従って、しだいにパネルメーカーに使用される
ようになってきており、ＣＭＯＳ　ＬＴＰＳ工程と対応するＧＯＡ回路の開発が必要であ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、ＣＭＯＳ工程に適用され、且つ回路の安定性を向上させることができる、液
晶ディスプレイとそのゲート駆動装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によるゲート駆動装置は、複数のシフトレジスタ回路を備える。複数のシフトレ
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ジスタ回路は、直列接続方式を用いて並列接続が行われ、各シフトレジスタ回路は、第一
プルアップ回路と、第二プルアップ回路と、第一プルダウン回路と、第二プルダウン回路
と、プルダウン制御回路とからなり、第一プルアップ回路及び第二プルアップ回路は、前
ステージのゲート駆動信号とゲート駆動信号出力端の間に直列接続され、第一プルダウン
回路と、第二プルダウン回路と、プルダウン制御回路とは、第一プルアップ回路及び第二
プルアップ回路に並列接続され、プルダウン制御回路は、前ステージのゲート駆動信号と
、第一プルダウン回路と、第二プルダウン回路と、第一レベルと、第二レベルとに、カッ
プリングされ、プルダウン制御回路は、前ステージのゲート電極駆動信号に基づいて、第
一プルダウン回路及び第二プルダウン回路を制御する。
【０００７】
　そのうち、シフトレジスタ回路はさらに、第一コンデンサと第二コンデンサを備える。
第一プルアップ回路は、第一薄膜トランジスタを備え、第一薄膜トランジスタのゲート電
極とソース電極は、前ステージのゲート駆動信号と接続される。第二プルアップ回路及び
第二薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタのゲート電極とは、第一薄膜トランジス
タのドレイン電極に接続され、ソース電極は、第一クロック信号と接続され、ドレイン電
極は、ゲート駆動信号出力端と接続される。第一コンデンサは、第二薄膜トランジスタの
ドレイン電極とゲート電極の間にある。第一プルダウン回路は、第三薄膜トランジスタを
備え、第三薄膜トランジスタのソース電極は、ゲート駆動信号出力端と接続され、ドレイ
ン電極は、第一レベルと接続される。第二プルダウン回路は、第四薄膜トランジスタを備
え、第四薄膜トランジスタのソース電極は、第一薄膜トランジスタのドレイン電極と接続
され、ドレイン電極は、第一レベルと接続される。第二コンデンサの一端は、第一レベル
と接続され、第二コンデンサの二つの他端は、第三薄膜トランジスタのゲート電極及び第
四薄膜トランジスタのゲート電極に接続される。
【０００８】
　そのうち、プルダウン制御回路は、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと
、第七薄膜トランジスタと、第三コンデンサと、第八薄膜トランジスタとからなり、第五
薄膜トランジスタのゲート電極は、前ステージのゲート駆動信号と接続され、ソース電極
は、第一レベルと接続され、ドレイン電極は、第三薄膜トランジスタのゲート電極及び第
四薄膜トランジスタのゲート電極に接続される。第六薄膜トランジスタのゲート電極は、
前ステージのゲート駆動信号と接続され、ソース電極は、第一レベルと接続される。第七
薄膜トランジスタのゲート電極は、第六薄膜トランジスタのドレイン電極と接続され、ソ
ース電極は、第二レベルと接続され、ドレイン電極は、第五薄膜トランジスタのドレイン
電極と接続される。第三コンデンサは、第七薄膜トランジスタのソース電極とドレイン電
極の間に接続され、第八薄膜トランジスタのゲート電極とドレイン電極は、第二レベルと
接続され、ソース電極は、第六薄膜トランジスタのドレイン電極と接続される。
【０００９】
　そのうち、第一レベルは高レベルであり、第二レベルは低レベルである。
【００１０】
　そのうち、第一薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタと、第三薄膜トランジスタ
と、第四薄膜トランジスタと、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと、第七
薄膜トランジスタと、第八薄膜トランジスタとは、いずれもＰ型ＭＯＳ管である。
【００１１】
　本発明は、さらに、液晶表示パネルとゲート電極駆動装置とからなる液晶ディスプレイ
を提供し、ゲート駆動装置は、液晶表示パネルと接続されるとともに、液晶表示パネルに
走査駆動信号を提供するのに用いられ、ゲート駆動装置は、複数のシフトレジスタ回路を
備え、複数のシフトレジスタ回路は、直列接続方式を用いて並列接続が行われ、各シフト
レジスタ回路は、第一プルアップ回路と、第二プルアップ回路と、第一プルダウン回路と
、第二プルダウン回路と、プルダウン制御回路とからなり、第一プルアップ回路及び第二
プルアップ回路は、前ステージのゲート駆動信号とゲート駆動信号出力端の間に直列接続
され、第一プルダウン回路及び第二プルダウン回路及びプルダウン制御回路は、第一プル



(6) JP 2018-508809 A 2018.3.29

10

20

30

40

50

アップ回路と第二プルアップ回路と並列接続され、プルダウン制御回路は、前ステージの
ゲート駆動信号と、第一プルダウン回路と、第二プルダウン回路と、第一レベルと、第二
レベルとにカップリングされ、プルダウン制御回路は、前ステージのゲート駆動信号に基
づいて、第一プルダウン回路と第二プルダウン回路を制御する。
【００１２】
　そのうち、シフトレジスタ回路はさらに、第一コンデンサと第二コンデンサを備える。
第一プルアップ回路は、第一薄膜トランジスタを備え、第一薄膜トランジスタのゲート電
極とソース電極は、前ステージのゲート駆動信号と接続される。第二プルアップ回路及び
第二薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタのゲート電極は、第一薄膜トランジスタ
のドレイン電極に接続され、ソース電極は、第一クロック信号と接続され、ドレイン電極
は、ゲート駆動信号出力端と接続される。第一コンデンサは、第二薄膜トランジスタのド
レイン電極とゲート電極の間にある。第一プルダウン回路は、第三薄膜トランジスタを備
え、第三薄膜トランジスタのソース電極は、ゲート駆動信号出力端と接続され、ドレイン
電極は、第一レベルと接続される。第二プルダウン回路は、第四薄膜トランジスタを備え
、第四薄膜トランジスタのソース電極は、第一薄膜トランジスタのドレイン電極と接続さ
れ、ドレイン電極は、第一レベルと接続される。第二コンデンサの一端は、第一レベルと
接続され、第二コンデンサの二つの他端は、第三薄膜トランジスタのゲート電極と第四薄
膜トランジスタのゲート電極に接続される。
【００１３】
　そのうち、プルダウン制御回路は、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと
、第七薄膜トランジスタと、第三コンデンサと、第八薄膜トランジスタとからなり、第五
薄膜トランジスタのゲート電極は、前ステージのゲート駆動信号と接続され、ソース電極
は、第一レベルと接続され、ドレイン電極は、第三薄膜トランジスタのゲート電極と第四
薄膜トランジスタのゲート電極に接続される。第六薄膜トランジスタのゲート電極は、前
ステージのゲート駆動信号と接続され、ソース電極は、第一レベルと接続され、第七薄膜
トランジスタのゲート電極は、第六薄膜トランジスタのドレイン電極と接続され、ソース
電極は、第二レベルと接続され、ドレイン電極は、第五薄膜トランジスタのドレイン電極
と接続される。第三コンデンサは、第七薄膜トランジスタのソース電極とゲート電極の間
に接続され、第八薄膜トランジスタのゲート電極は、ドレイン電極と第二レベルに接続さ
れ、ソース電極は、第六薄膜トランジスタのドレイン電極と接続される。
【００１４】
　そのうち、第一レベルは高レベルであり、第二レベルは低レベルである。
【００１５】
　そのうち、第一薄膜トランジスタと、第二薄膜トランジスタと、第三薄膜トランジスタ
と、第四薄膜トランジスタと、第五薄膜トランジスタと、第六薄膜トランジスタと、第七
薄膜トランジスタと、第八薄膜トランジスタとは、いずれもＰ型ＭＯＳ管である。
【発明の効果】
【００１６】
　上記案による、本発明の有益な効果は以下の通りである。本発明のプルダウン制御回路
は、前ステージのゲート駆動信号と、第一プルダウン回路と、第二プルダウン回路と、第
一レベルと第二レベルとにカップリングされ、プルダウン制御回路は、前ステージのゲー
ト駆動信号に基づいて、第一プルダウン回路と第二プルダウン回路を制御し、ＣＭＯＳ工
程に適用され、且つ回路の安定性を向上させる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施例のゲート駆動装置の構造を示した概略図である。
【図２】図１が示すシフトレジスタ回路の回路図である。
【図３】図１が示すゲート駆動装置のシーケンス図である。
【図４】本発明実施例の液晶パネルの構造を示した概略図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１８】
　以下では、図と実施例を用いて、本発明について詳細な説明を行う。
【００１９】
　図１を参照する。図１は、本発明の実施例のゲート駆動装置の構造を示した概略図であ
る。図１が示す、本実施例の掲示のゲート駆動装置１０は、複数のシフトレジスタ回路１
１を備え、複数のシフトレジスタ回路１１は、直列接続方式を用いて並列接続を行う。
【００２０】
　図２を参照する。シフトレジスタ回路１１は、第一プルアップ回路１１１と、第二プル
アップ回路１１２と、第一プルダウン回路１１３と、第二プルダウン回路１１４と、プル
ダウン制御回路１１５と、第一コンデンサＣ１と、第二コンデンサＣ２と、第三コンデン
サＣ３と、からなる。その内、第一プルアップ回路１１１及び第二プルアップ回路１１２
は、前ステージのゲート駆動信号Ｇ（ｎ－１）とゲート駆動信号出力端Ｇ（ｎ）の間に直
列接続され、第一プルダウン回路１１３及び第二プルダウン回路１１４及びプルダウン制
御回路１１５は、第一プルアップ回路１１１及び第二プルアップ回路１１２と並列接続さ
れ、プルダウン回路１１５は、前ステージのゲート駆動信号Ｇ（ｎ－１）と、第一プルダ
ウン回路１１３と、第二プルダウン回路１１４と、第一レベルＶｇｈと、第二レベルＶｇ
ｌとに、カップリングされ、プルダウン制御回路１１５は、前ステージのゲート駆動装置
信号Ｇ（ｎ－１）に基づいて、第一プルダウン回路１１３と第二プルダウン回路１１４を
制御する。
【００２１】
　そのうち、第一プルアップ回路１１１はさらに、第一薄膜トランジスタＴ１を備え、第
一薄膜トランジスタＴ１のゲート電極とソース電極は、前ステージのゲート駆動信号Ｇ（
ｎ－１）に接続される。第二プルアップ回路１１２は、第二薄膜トランジスタＴ２を備え
、第二薄膜トランジスタＴ２のゲート電極は、第一薄膜トランジスタＴ１のドレイン電極
と接続され、第二薄膜トランジスタＴ２のソース電極は、第一クロック信号ＣＫと接続さ
れ、第二薄膜トランジスタＴ２のドレイン電極は、ゲート電極駆動信号出力端Ｇ（ｎ）と
接続され、第一コンデンサＣ１は、第二薄膜トランジスタＴ２のゲート電極とドレイン電
極の間に接続される。第一プルダウン回路１１３は、第三薄膜トランジスタＴ３を備え、
第三薄膜トランジスタＴ３のソース電極はゲート電極駆動信号出力端Ｇ（ｎ）と接続され
、第三薄膜トランジスタＴ３のドレイン電極は、第一レベルＶｇｈと接続される。第二プ
ルダウン回路１１４は、第四薄膜トランジスタＴ４を備え、第四薄膜トランジスタＴ４の
ソース電極は、第一薄膜トランジスタＴ１のドレイン電極と接続され、第四薄膜トランジ
スタＴ４のドレイン電極は、第一レベルＶｇｈと接続される。第二コンデンサＣ２の一端
は、第一レベルＶｇｈと接続され、第二コンデンサＣ２の他端は、第三薄膜トランジスタ
Ｔ３のゲート電極と第四薄膜トランジスタＴ４のゲート電極に接続される。プルダウン制
御回路１１５は、前ステージのゲート電極駆動信号Ｇ（ｎ－１）と、第三薄膜トランジス
タＴ３のゲート電極と、第四薄膜トランジスタＴ４のゲート電極と、第一レベルＶｇｈと
、第二レベルＶｇｌとに、カップリングされ、プルダウン制御回路１１５は、前ステージ
のゲート駆動装置信号Ｇ（ｎ－１）に基づいて、第三薄膜トランジスタＴ３と第四薄膜ト
ランジスタＴ４の作動を制御する。即ち第三薄膜トランジスタＴ３と第四薄膜トランジス
タＴ４を導通或いは切断させる。
【００２２】
　そのうち、プルダウン制御回路１１５は、第五薄膜トランジスタＴ５と、第六薄膜トラ
ンジスタＴ６と、第七薄膜トランジスタＴ７と、第八薄膜トランジスタＴ８と、からなる
。第五薄膜トランジスタＴ５のゲート電極は、前ステージのゲート電極駆動信号Ｇ（ｎ－
１）と接続され、第五薄膜トランジスタＴ５のソース電極は、第一レベルＶｇｈと接続さ
れ、第五薄膜トランジスタＴ５のドレイン電極は、第三薄膜トランジスタＴ３のゲート電
極及び第四薄膜トランジスタＴ４のゲート電極に接続される。第六薄膜トランジスタＴ６
のゲート電極は、前ステージのゲート電極駆動信号Ｇ（ｎ－１）と接続され、第六薄膜ト
ランジスタＴ６のソース電極は、第一レベルＶｇｈと接続される。第七薄膜トランジスタ
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Ｔ７のゲート電極は、第六薄膜トランジスタＴ６のドレイン電極と接続され、第七薄膜ト
ランジスタＴ７のソース電極は、第二レベルＶｇｌと接続され、第七薄膜トランジスタＴ
７のドレイン電極は、第五薄膜トランジスタＴ５のドレイン電極と接続され、第三コンデ
ンサＣ３は、第七薄膜トランジスタＴ７のソース電極とゲート電極の間に接続される。第
八薄膜トランジスタＴ８のゲート電極とドレイン電極は、第二レベルＶｇｌと接続され、
第八トランジスタＴ８のソース電極は、第六薄膜トランジスタＴ６のドレイン電極と接続
される。
【００２３】
　本実施例において、第一レベルＶｇｈは、高レベルであるのが好ましく、第二レベルＶ
ｇｌは、低レベルであるのが好ましい。第一薄膜トランジスタＴ１と、第二薄膜トランジ
スタＴ２と、第三薄膜トランジスタＴ３と、第四薄膜トランジスタＴ４と、第五薄膜トラ
ンジスタＴ５と、第六薄膜トランジスタＴ６と、第七薄膜トランジスタＴ７と、第八薄膜
トランジスタＴ８とは、いずれもＰ型ＭＯＳ管であり、その他実施例において、本領域の
技術者は、さらに上述の薄膜トランジスタをその他電界効果トランジスタ（例えばＮ型Ｍ
ＯＳ管）として設けることができる。
【００２４】
　以下では、図３が示すシーケンス図を用いて、ゲート駆動装置１０の作動原理の詳細な
説明を行う。
【００２５】
　第一時間ｔ１において、前ステージのゲート駆動装置信号Ｇ（ｎ－１）は低レベルであ
り、第一薄膜トランジスタＴ１は導通し、第一クロック信号ＣＫは高レベルであり、第二
薄膜トランジスタＴ２のゲート電極は低レベルであり、第二薄膜トランジスタＴ２は導通
する。第五薄膜トランジスタＴ５及び第六薄膜トランジスタＴ６は、いずれも導通し、第
七薄膜トランジスタＴ７のゲート電極及び第八薄膜トランジスタＴ８のソース電極は、い
ずれも高レベルであり、第七薄膜トランジスタＴ７は切断され、第八薄膜トランジスタＴ
８は導通する。第三薄膜トランジスタＴ３のゲート電極及び第四薄膜トランジスタＴ４の
ゲート電極は、高レベルであり、第三薄膜トランジスタＴ３及び第四薄膜トランジスタＴ
４はいずれも切断される。したがって、ゲート駆動装置信号出力端Ｇ（ｎ）が出力する信
号は、第一クロック信号ＣＫと同様である。即ち、ゲート駆動信号出力端Ｇ（ｎ）が出力
する信号は、高レベルである。
【００２６】
　第二時間ｔ２において、前ステージのゲート駆動信号Ｇ（ｎ－１）は、低レベルから高
レベルに変化し、第一薄膜トランジスタＴ１は切断され、第一クロック信号ＣＫは、高レ
ベルから低レベルに変化し、第二薄膜トランジスタＴ２は導通する。第五薄膜トランジス
タＴ５と、第六薄膜トランジスタＴ６と、第七薄膜トランジスタＴ７と、第八薄膜トラン
ジスタＴ８とは、いずれも切断され、第三薄膜トランジスタＴ３及び第四薄膜トランジス
タＴ４は、いずれも切断される。したがって、ゲート駆動信号出力端Ｇ（ｎ）が出力する
信号は、第一クロック信号ＣＫと同様である。即ち、ゲート駆動信号出力端Ｇ（ｎ）が出
力する信号は、高レベルから低レベルに変化する。
【００２７】
　第三時間ｔ３において、前ステージのゲート駆動信号Ｇ（ｎ－１）は、高レベルであり
、第一薄膜トランジスタＴ１は切断され、第一クロック信号ＣＫは、低レベルであり、第
二薄膜トランジスタＴ２は導通する。第五薄膜トランジスタＴ５と、第六薄膜トランジス
タＴ６と、第七薄膜トランジスタＴ７と、第八薄膜トランジスタＴ８は、いずれも切断さ
れ、第三薄膜トランジスタＴ３と第四薄膜トランジスタＴ４は、いずれも切断される。し
たがって、ゲート駆動信号出力端Ｇ（ｎ）が出力する信号は、第一クロック信号ＣＫと同
様である。即ちゲート駆動信号出力端Ｇ（ｎ）が出力する信号は、低レベルである。
【００２８】
　第四時間ｔ４において、前ステージのゲート駆動信号Ｇ（ｎ－１）は、高レベルであり
、第一薄膜トランジスタＴ１は切断され、第一クロック信号ＣＫは、低レベルから高レベ
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ルに変化し、第二薄膜トランジスタＴ２は導通する。第五薄膜トランジスタＴ５と第六薄
膜トランジスタＴ６は切断され、第八薄膜トランジスタＴ８は導通し、第七薄膜トランジ
スタＴ７は導通し、第三薄膜トランジスタＴ３のゲート電極と第四薄膜トランジスタＴ４
のゲート電極は、いずれも低レベルであり、第三薄膜トランジスタＴ３と第四薄膜トラン
ジスタＴ４は導通し、ゲート駆動信号出力端Ｇ（ｎ）が出力する信号は、持続的に高レベ
ルである。
【００２９】
　本実施例において、プルダウン制御回路１１５は、前ステージのゲート駆動信号Ｇ（ｎ
－１）と、第三薄膜トランジスタＴ３のゲート電極と、第四薄膜トランジスタＴ４のゲー
ト電極と、第一レベルＶｇｈと、第二レベルＶｇｌとに、カップリングされることにより
、プルダウン制御回路１１５は、前ステージのゲート駆動振動Ｇ（ｎ－１）に基づいて、
第三薄膜トランジスタＴ３と第四薄膜トランジスタＴ４を制御する。本実施例は、ＣＭＯ
Ｓ工程に適用され、且つ回路の安定性を増加させ、クロック信号の数を減少させる。
【００３０】
　本発明はさらに、液晶ディスプレイを提供する。図４を参照する。本実施例の掲示の液
晶ディスプレイ２０は、液晶表示パネル２１とゲート駆動装置２２からなり、ゲート駆動
装置２２は、液晶表示パネル２１と接続され、且つゲート駆動装置２２は、液晶表示パネ
ル２１に走査駆動信号を提供するのに用いられる。前記ゲート駆動装置２２は、上記実施
例の掲示のゲート駆動装置１０であるが、ここでは説明を繰り返さない。
【００３１】
　上記内容をまとめると、本発明のプルダウン制御回路は、前ステージのゲート駆動信号
と、第三薄膜トランジスタのゲート電極と、第四薄膜トランジスタのゲート電極と、第一
レベルと、第二レベルとに、カップリングされ、プルダウン制御回路は、前ステージのゲ
ート駆動制御信号に基づいて、第三薄膜トランジスタと第四薄膜トランジスタを制御する
。本発明は、ＣＭＯＳ工程に適用され、且つ回路の安定性を増加させる。
【００３２】
　以上前記の内容は、本発明の実施例に過ぎず、本発明の特許請求の範囲を制限するもの
ではない。本発明の明細書と図の内容を用いて行った同様の効果をもつ構造や同様の効果
をもつ工程の変更（或いは、間接的にその他関係のある技術領域に運用したもの）は、同
様にいずれも、本発明の特許の保護範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００３３】
　１０　　ゲート駆動装置
　１１　　シフトレジスタ回路
　１１１　第一プルアップ回路
　１１２　第二プルアップ回路
　１１３　第一プルダウン回路
　１１４　第二プルダウン回路
　１１５　プルダウン制御回路
　２０　　液晶ディスプレイ
　２１　　液晶表示パネル
　２２　　ゲート駆動装置
　Ｃ１　　第一コンデンサ
　Ｃ２　　第二コンデンサ
　Ｃ３　　第三コンデンサ
　ＣＫ　　第一クロック信号
　Ｇ（ｎ－１）ゲート駆動信号
　Ｇ（ｎ）　ゲート駆動信号出力端
　Ｔ１　　第一薄膜トランジスタ
　Ｔ２　　第二薄膜トランジスタ
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　Ｔ３　　第三薄膜トランジスタ
　Ｔ４　　第四薄膜トランジスタ
　Ｔ５　　第五薄膜トランジスタ
　Ｔ６　　第六薄膜トランジスタ
　Ｔ７　　第七薄膜トランジスタ
　Ｔ８　　第八薄膜トランジスタ
　ｔ２　　第二時間
　ｔ３　　第三時間
　ｔ４　　第四時間
　Ｖｇｈ　第一レベル
　Ｖｇｌ　第二レベル

【図１】 【図２】



(11) JP 2018-508809 A 2018.3.29

【図３】 【図４】



(12) JP 2018-508809 A 2018.3.29

10

20

30

40

【国際調査報告】



(13) JP 2018-508809 A 2018.3.29

10

20

30

40



(14) JP 2018-508809 A 2018.3.29

10

20

30

40



(15) JP 2018-508809 A 2018.3.29

10

20

30

40



(16) JP 2018-508809 A 2018.3.29

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                    テーマコード（参考）
   　　　　                                Ｇ０９Ｇ    3/20     ６７０Ｅ        　　　　　
   　　　　                                Ｇ０２Ｆ    1/133    ５５０　        　　　　　
   　　　　                                Ｇ１１Ｃ   19/28     ２３０　        　　　　　

(81)指定国　　　　  AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,T
J,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,R
O,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,
BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,H
N,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JP,KE,KG,KN,KP,KR,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG
,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ,
UA,UG,US

Ｆターム(参考) 5C080 AA10  DD09  DD27  FF12  JJ02  JJ03  JJ04 
　　　　 　　  5F110 BB02  BB04  NN72 

【要約の続き】
【選択図】図２



专利名称(译) 液晶显示器及其栅极驱动装置

公开(公告)号 JP2018508809A 公开(公告)日 2018-03-29

申请号 JP2017534660 申请日 2015-01-12

[标]申请(专利权)人(译) 深圳市华星光电技术有限公司

申请(专利权)人(译) 深▲せん▼市华星光电技术有限公司

发明人 ▲かく▼思坤

IPC分类号 G09G3/36 H01L29/786 G09G3/20 G02F1/133 G11C19/28

FI分类号 G09G3/36 H01L29/78.614 H01L29/78.612.B H01L29/78.613.Z G09G3/20.622.E G09G3/20.670.E 
G02F1/133.550 G11C19/28.230

F-TERM分类号 2H193/ZA04 2H193/ZF22 2H193/ZF23 2H193/ZF44 5B074/AA01 5B074/CA01 5C006/BB16 5C006
/BC03 5C006/BC20 5C006/BF03 5C006/BF06 5C006/BF34 5C006/BF37 5C006/BF46 5C006/FA51 
5C080/AA10 5C080/DD09 5C080/DD27 5C080/FF12 5C080/JJ02 5C080/JJ03 5C080/JJ04 5F110
/BB02 5F110/BB04 5F110/NN72

代理人(译) 铃木 征四郎

优先权 201410850940.X 2014-12-30 CN

其他公开文献 JP6472525B2

外部链接 Espacenet

摘要(译)

公开的是同时施加到CMOS工艺，有可能提高电路的稳定性，以提供一
个液晶显示器及其栅极驱动。 根据本发明的栅极驱动装置包括：多个移
位寄存器电路，所述多个移位寄存器电路，连接在与串联连接方案并行
地进行，移位寄存器电路包括第一上拉电路的情况下，一个第二上拉电
路，第一下拉电路，以及第二下拉电路包括一个下拉控制电路，一个第
一上拉电路和一个第二上拉电路的，栅极驱动信号和栅极驱动器级之前
连接在所述信号输出端子，所述第一下拉电路和第二下拉电路和一个下
拉控制电路，并联连接到所述第一上拉电路和第二上拉电路，下拉控制
电路，前级的栅极之间串联的驱动信号，第一下拉电路，以及第二下拉
电路，第一电平到第二电平，则耦合，拉所述控制电路，基于所述前一
级的栅极驱动信号，控制所述第一下拉电路和第二下拉电路。 .The

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/b1d4ed50-693c-49d6-b650-1173d1b774c2
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/052792792/publication/JP2018508809A?q=JP2018508809A

